% Seminario de Iniciacao Cientifica

L.‘ ubpDEeEsSCc o rivecs! A
UNIVERSIDADE niversidade do Estado de Santa Catarina
[ () IS 26" SIC UDESC

SANTA CATARINA
ANALISE DAS PROPRIEDADES DE FILMES FINOS DEPOSITADOS POR
PULVERIZACAO CATODICA EM FUNCAO DO FLUXO DE ENERGIA PARA O
SUBSTRATO

Thais Macedo Vieira', Luis César Fontana®, Julio César Sagas°.

! Académico(a) do Curso de Licenciatura em Fisica -CCT - bolsista PROBIC/UDESC
2 professor, Departamento de Fisica— CCT
% Orientador, Departamento de Fisica-CCT — julio.sagas@udesc.br

Palavras-chave: Magnetron Sputtering, filmes de Ti,Oy, filmes de gadolinio.

As propriedades de filmes finos depositados pela técnica de pulverizagdo catodica (magnetron
sputtering) dependem fortemente do fluxo de energia para o substrato. Esta transferéncia de
energia é decorrente do fluxo de particulas neutras e carregadas, da absorcdo de radiacdo e,
eventualmente, de aquecimento externo. Deste modo, a estrutura e as propriedades de diferentes
materiais podem ser alteradas através da modificacdo na transferéncia de energia.

Filmes finos a base de déxidos de titdnio detém muitas aplicacBes, como em células solares,
catalise heterogénea e janelas autolimpantes [1]. O gadolinio (Gd) é um material comumente
estudado devido as suas propriedades magnéticas, como seu efeito magnetocalérico [2]. No
entanto, ha poucos estudos que analisem a modificacdo das propriedades elétricas em conjunto
com as propriedades magnéticas. Os objetivos deste trabalho séo: verificar a influéncia da
temperatura na formagéo de filmes de TixOy e depositar filmes de gadolinio em diferentes
condigdes de fluxo de energia (variando-se a polarizagcdo do substrato) de modo a avaliar a
mudanca na resistividade.

O sistema de deposicdo adotado foi o Triodo Magnetron Sputtering do Laboratério de
Plasmas, Filmes e Superficies do CCT-UDESC. Foram depositados filmes de TixO, sobre
amostras de vidro, utilizando a poténcia (470 W) como um parametro fixo de deposicdo. Foram
cinco grupos de deposicdes, e a cada grupo uma nova temperatura era atribuida (sem
aguecimento externo, 100°C, 200°C, 300°C e 400°C). As amostras foram caracterizadas por
angulo de contato, perfilometria (espessura dos filmes), microscopia de forca atdmica
(rugosidade) e difracdo de raios-X (fases cristalinas).

A Figura 01 apresenta o resultado da difragcdo de raios-X dos filmes, sendo dada a seguinte
nomenclatura: A=Ti,03 (012), B=Anatase (011), C=R (110), D=Ti,03 (104), E=Anatase (112),
F=Rutile (111), G=Ti,03 (202), H=Ti,03 (024), I1=Ti,03 (116) e J=Ti,03 (211). Sendo anatase e
rutile, as estruturas mais comuns do TiO,.

As medidas de angulo de contato e rugosidade mostram que a temperatura pouco influenciou
nas caracteristicas morfologicas. No entanto, a difracdo de raios-X mostra uma significativa
alteracdo da estrutura cristalina. O aumento da temperatura leva a formacgédo do suboxido Ti,O3
em detrimento do TiO,.
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Fig. 01: DRX para as amostras depositadas sendo a = sem aquecimento externo (70°C) e § =
sem aquecimento externo (89°C).

Os filmes de Gd foram depositados sobre silicio (Si). A tela e o alvo ficaram distantes por 2,0
cm e a distancia alvo-substrato foi fixada em 73 mm. As amostras foram depositadas em
diferente condicgdes de polarizacdo. Todas as deposicGes foram realizadas a 0,4 Pa em atmosfera
de Ar, com corrente constante de 0,50 A. As amostras foram caracterizadas eletricamente em um
sistema de medicdo por Efeito Hall usando o método de Van der Pauw. As medidas foram feitas
variando a temperatura em intervalos de 10 K desde 100 até 300 K. A Figura 2 expde os dados
retirados para resistividade dos filmes a baixas temperaturas.
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Fig. 2: Relagéo resistividade e temperatura.

As medidas mostram que a resistividade é maior para a amostra aterrada. Nota-se que com o
aumento da temperatura a resistividade aumenta, como é tipico em metais.
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